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Ukiad UL 1321 zawiera:
-~ dwa przedwzmacnlacze m.ou.,
- oddzlelny transystor. )
Charakteryzuje sle nastepujgoymi oechami:

Uklad podwobijnego
przedwzmacniacza
akustycznego

- ma duze wzmoenilenle z otwarts petly sprzesaenia swrot-
nago /60 dB/, ’

Obudowa CE 70

- ma moiliwosé regulac)l wemocnilenia przez zewnetrzng
Petle sprzgienia zZwrotnego.

Uklad Przeznaczony Jest do sgstoaowaﬁ we wzmaoniaczach

stereofonioznych. :

Parametry dopuszczalne
s,y = +25%/

Oznaczenie Kazwa Jadn.

wWartosdé

min - max

Ugc - _Napiecie zaallanila , v

t . Temperatura otoozenia w czasie o
anb . pracy | G

stg Temperatura przechowywania
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;25 . +70

=40 +125

Uktod wyprowedzen _ : Dl (3] p21- ][] [5] e
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Opiy wyprowadzeh

Ok e W —

. Sprrgienie zwrotne przedwaem. 11
. Masa uktady

« Wy|%cie przadwzmacnliacza !

« Zasilanie przedwzm. |

. Weldcle przedwem. |

. Sprzelenie zwrotne preadwom, |
. Masa ykiadu

. Emiter vanzystora dodatkuwega
. Kotektor tran2zystora dodatkowego
. Baza tranzystora dodatkowegso

. Thumlenie oscylacjl

. Wyldcle przadwzm. I

. Zasilanie przedwzm, Il

. Wejdcie przedwazm. |}

Schemat wewngtrzny
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Parametry charakierystyczne

o -
Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartosé Warungapgmiaru
min w¥p nax ud
I Spoczynkowy prad saslla- U.~=6 ¥; £ =1 kHz
coeq nia I,, I,, mA 35 | 6,0 ce 1 3p
Ay e Wzmocnilenie napigoiowe Ugo=6 Vj 2 =1 kHz
/przy rozwarte] Petli aB 60 U 20,5 m¥ P
sprzesenia zwrotnego/ I
Ag Wzpoenlenie naplgeiowe dB 5% Upo=6 V; foa1 kiiz
Up=1 w¥; Ry= ooQ.
Us . Napieoie wyjscliowe v 1 ucc=6 v; rp=1 kHz
_ h=5%; Rr"“OOQ
BW Szerokod$ pasme Preence kHe 500 Ucc-_-e ¥; fp-=1 kHe;
szenisa U.=0,8 ¥
T »
h Wspltozymnik zawartoéci- % 0,9 Uccnﬁ a £p=1 KHe;
harmonicenych 110:0,5 v; Rr=100:?_
Ry Rezyatanc]a wejsciowa 1Y 90 Up=6 Vi £p=1 kHg
30 Rezystancja wyjsclowa k§e 1 UGC=6 Vi :Ep=1 kHz
Uy Napigcie szuméw RY 3 Upo=10 V; ng=squ
] Tiumienie preesiucha dB 40
hysp Statyczny wspéiczynnik UGE='3 Vi Iy=d mi
wzmocnienia praddwego 7o 50 :
dodatkowego tranzystors
L4} Naplgeie prrzebicia ko-
/BR/CEO. | Joxtor-emiter dodatkowe- v 15 | - I,=1 mA
&0 tranzystora
U Naplecie przeblcis kolek- I.=1 pA
/BR/CBO tor-~basa dodatkowego v 25 c
tranzystora '
Iepo Prad zerowy emitera “pd 1 Io=0 A} Ugp=s V

- Schemot aplikecyiny
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